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【目的】不揮発性半導体メモリのメモリセル構造として、シリコン窒化膜を用いた 

MONOS（Metal- Oxide-Nitride-Oxide-Silicon）型が注目されている。この構造のメモリの性能を向上さ

せるためには、シリコン窒化膜中に存在する点欠陥の性質を理解することが重要である。これまで、

シリコン窒化膜に対して紫外線 ( 波長 2 5 4 n m ,  エネルギー  4 . 9 e V ) を照射すると、 

K 0  センター（g  =  2 . 0 0 3 1 ± 0 . 0 0 0 1）が生成することが報告されてきた  [ 1 - 7 ]  。今回、 

枚葉式 LPCVD（Low-Pressure Chemical Vapor Deposition）法で堆積されたシリコン窒化膜に対して

1050℃の熱処理を施すことによってシリコン窒化膜中に常磁性欠陥が生成することを見出したので、

その結果を報告する。 

【実験方法】本研究で用いた試料は、p 型（100）シリコン基板上に枚葉式 LPCVD 法によって堆積され

た膜厚 209.8 nm のシリコン窒化膜である。シリコン窒化膜の堆積温度は 750 °C であり、原料ガスは

SiH2Cl と NH3である。実験では、シリコン窒化膜に対して 1050℃の熱処理を施し、ESR 測定及び分光

エリプソメトリー測定を行った。 

【実験結果と考察】Fig. 1 に示すように、シリコン窒化膜に対し 1050℃の熱処理を 50 分間施すと、ESR

信号が現れた。続けて熱処理時間を増やしたところ、ESR信号の強度が増加した。熱処理時間が累計 700

分に達しときの信号の g 値は g=2.0020 であった。この g 値は、K0 センターの g 値( = 2.0031±0.0001)とは異

なる値であった。このことから、K0センターとは異なる常磁性欠陥が 1050℃熱処理によって生成したと考

えられる。 

 
Fig. 1 膜厚 209.8 nmのシリコン窒化膜に対して 1050 °Cの熱処理を施した際の ESR信号 
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